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研究成果の概要（和文）：電子線形加速器による高強度陽電子ビームを用いた再放出型の陽電子顕微鏡（PRM）の開発
を行った。光電子顕微鏡の静電レンズ系を用いてPRMを構築するとともに、電子線形加速器で生成した低速陽電子ビー
ムをPRMに適用するため、磁場終端デバイスを用いた陽電子ビーム集束システムを開発した。その結果、過去のPRM研究
の方法と比較して、PRMへの陽電子入射ビーム強度を増大でき、PRMの画像取得時間を短縮できることを示した。

研究成果の概要（英文）：A positron re-emission microscope (PRM) was developed in combination with a high i
ntensity slow-positron beam produced by using an electron linear accelerator (LINAC). The PRM was construc
ted using the electrostatic lens system of a photoelectron emission microscope. In order to apply the slow
 positron beam generated using the LINAC to the PRM, the positron beam focusing system with a magnetic fie
ld termination device was also developed. The result indicated that the positron incident beam intensity t
o the PRM can be increased, and the acquisition time of the PRM can be shortened as compared with the prev
ious PRM studies.
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べて優位性があり、他の計測手法では観察で
きない顕微鏡像が取得できる。陽電子顕微鏡
には、
過型）があるが、特に走査型陽電子顕微鏡で
は実用的な開発が行われ、欠陥の空孔サイズ
情報のマッピングによる材料評価の応用研
究が展開されている。
一方、再放出型の陽電子顕微鏡（
Positron Re
査型と比較して空間分解能が１桁以上良く、
結像光学系のため撮像時間の高
で、陽電子仕事関数を反映したコントラスト
像が取得できるという特徴をもつ。しかしな
がら、過去の
て放射性同位元素（
いていたため陽電子源強度が不十分で画像
を取得するのに長時間必要であり、実用化の
ためには画像取得時間の大幅な短縮が求め
られている。この技術課題を解決するため、
本研究では、電子線形加速器による高強度陽
電子パルスビームを用いた
行った。
 
２．研究の目的
(1) PRM
を用いて開発
系で電荷の符号が異なる陽電子を結像させ
るため
条件を
を構築する。
 
(2) 電子線形加速器で生成した低速陽電子
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う。 
①本研究で開発する
0.3mm)
た低速陽電子ビーム径は直径約
きいため、ビームを集束して陽電子フラック
ス密度
重要な開発要素
電子線形加速器
を発生させる場合、陽電子発生部周辺では、
放射線バックグラウンドのレベルが高いた
めソレノイド磁場を用いて低バックグラウ
ンドの実験室まで低速陽電子ビームを輸送
している。無磁場空間に置かれた
試料にソレノイド磁場から陽電子ビームを
引き出す時に引き起こされるエミッタンス
の増大を抑制
小にする
②ソレノイド磁場で輸送された低速陽電子
（E～
射するため、試料を
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